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ランダム積層グラフェンは、多層構造でありながら単層グラフェン由来の線形バンドが保持さ

れると考えられ注目されている。多層構造由来の高伝導度と線形バンド由来の高移動度を両立す

るランダム積層グラフェン FET が、単層 CVD グラフェンを複数回基板上に転写することによっ

て簡便に作製できることが報告されている[1]。本研究では、5種類のグラフェン FET を作製し電

流電圧特性を比較することによって、ランダム積層グラフェン FET の輸送特性を解明することを

目的とする。 

 Fig. 1に示すように、グラフェン上部(No.1)または下部(No.2)で電極と接触させた単層 CVDグラ

フェンデバイス、グラフェン上部(No.3)または下部(No.4)で電極と接触させた２層ランダム積層

CVDグラフェンデバイス、および、電極の上下を単層グラフェンで挟み込んだ２層ランダム積層

CVD グラフェンデバイス(No.5)の 5 種類のデバイスを作製した。それぞれのデバイスにおける室

温での伝達特性を Fig. 2に示す。また、伝達特性の温度依存性結果から、すべての２層 CVDグラ

フェンにおいて、ランダム積層特有の特性が得られた。抵抗ネットワークモデルにおいて[2]、層

間抵抗が存在すれば、No.5 のデバイスでは No.3, 4 に比べて伝導度が増加すると考えられる。実

際に剥離グラフェンを用いた No.5 と相似した構造のデバイスでは、剥離グラフェンを用いた No.3 

と同じ構造のデバイスと比べて伝導度が増加することが報告されている[3]。しかしながら、本実

験では No.3, 4 と No.5 で伝導度に変化が見られなかった。この結果はランダム積層グラフェンで

は層間抵抗がゼロに近くなり、層間で比較的自由に電子のやり取りが行われていることを示唆し

ていると考えられる。 
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Fig.2 Transfer characteristics of 5 types of devices 

No.1 to 5 in Fig. 1. The voltages of the Dirac Points 

are subtracted from the Back-gate voltage.  

Fig. 1 Schematic of 5 types of device structures. No. 

1and 2 correspond to single-layer CVD graphene 

devices, and No.3, 4 and 5 to two-layer turbostratic 

CVD graphene devices.  
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